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Série TD°4
Exercice N°1
Soit I’amplificateur a base de transistors bipolaires :
1/Déterminer Icqi, Icg2, 1o (courant dans Rc) et Vegqgo.

Remarque : le transistor Q1 est un PNP et le transistor Q2 est NPN.
Données : Vee= 0.7V, Vcc= 18V, B1= 140, B,= 180, Rc = 75Q, Rg=2MQ.
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Exercice N°2 : Miroir de courants sans (et avec) résistance dans 1’emetteur

La figure 2, représente un miroir de courants a deux transistors NPN. On suppose que les
deux transistors sont identiques : 1= =B = 100, Vsei = Vse2 = Vee = 0.6V, on suppose aussi
que la tension de saturation du transistor est Vcgs=0.3V et on donne Vce= 12V.

1/Donner pour le montage (a), I’expression du courant I, en fonction de I;.

2/Calculer la valeur de R1 pour obtenir un courant Ic;=30puA et déterminer la valeur
maximale de R4.

3/On prend maintenant le montage (b) et on suppose que : Bi= B,=p = 200, vse = 0.6V et
R1=10kQ.

Calculer la valeur de Rg pour obtenir un courant Ic;=30uA. (Négliger les courants de base et
prenez Vr=26mV).
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Exercice 3 « Conception d’un Capteur de Température, dit : montage a Bandgap »

En étudiant le fonctionnement du montage de la figure ci-dessous, déterminer 1’expression de
Vref. En déduire ’expresssion de la variation de la tension Vpg3 par rapport a la température.
Calculer sa valeur, sachant que : R;=20kQ, R,=1kQ, R;=100kQ, kg =1.38x102J/°K et
q=1.6x10"7.
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